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(57) Abstract: The invention relates to a method for the production of a filter clement, said method comprising the following steps; 
SI) a membrane layer (1) is applied to a carrier substrate (2); S2) a membrane chamber (3) is etched onto the side of the carrier 
substrate (2) which is opposite the membrane layer (I) such that only one residual layer (5) of the carrier substrate (2) remains; S3) 
pores (6) are produced in the membrane layer (Din order lo produce a perforated membrane; S4) the residual layer (5) is removed 
by etching in order to expose the membrane layer (I); S5) the membrane layer (1) undergoes an additional treatment in order lo 
increase mechanical resistance, said treatment taking place during step SI or in a later step. The membrane layer is provided with 
a crystalline structure having increased mechanical resistance in relation to the base material of the membrane layer (1) and/or a 
condensed structure and produces due lo said treatment, whereby an inner initial stress therein is preferably produced. 

(57) Zusamjneiifassung: Das Vcrfahren zur Herstellung eines Fillerelemenls enthalt die folgenden Schritle: SI) Aufbringen einer 
Membranschicht (1) auf einTragersubstrat (2), S2) Alzen einer Membrankammer (3) auf der der Membranschicht (I) gegenuberlie- 
genden Seite des Tragersubslrals (2) , so dass noch eine Restschicht (5) des Tragersubslrats (2) verbleibl, S3) Erzeugen von Poren 
(6) in der Membranschicht (1) zur Schaffung einer perforicrten Membran, S4) Entfernen 
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der Resuchicht (5 ) durch A tzen zum Freilegen der Membranschichl ( 1 ), S5 ) wobei die Membranschicht ( I) wahrend Schrill S I oder 
in einem spateren Schrilt einer zusatzlichen Behiandlung zur Erhohung der mechanischen Fesiigkeil ausgesetzi wird, um ilir eine 
Kristallstruklur mil einer gcgeniiber dem Grundmateria! der Membranschicht (I) erhohien mechanischen Festigkeit und/oder eine 
verdichlete Struktur zu geben und vorzugsweise eine innere mechanische Vorspannung in ihr zu erzeugen. 



